Transistor bipolaire
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e |IC dépend proportionnellement de IB.

o Le coefficient de proportionnalité (gain
abusivement) est grand : B supérieur a 100 !

Le transistor est donc amplificateur de courant !
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e |l y a une diode interne entre base et émetteur.

VBE reste constant et égale 0,7V

3 modes de fonctionnement

On considére la caractéristique Ic(Ib) issue de la
structure suivante :

A
RC
IC
RB IB vee
VBBI
IC
A
IC.sat
. . IB
Lin Saturation N
IB.sat
Résultats remarquables
Blocage Linéaire Saturation
lc =0 =p4xIb =lcsat |
b =0 < Ib.sat > |b.sat
e Icsat dépend de la structure : Icsat= %
C

4 limites de fonctionnement

Pour une utilisation en toute sécurité pour le transistor,
respecter les conditions suivantes :

grandeurs grandeurs
en utilisation maximales
Ic < lc maxi

Vce < Vceo

Pd < Ptot

|Vbe| > Vebo

Les grandeurs maximales sont données par le fabricant
NB : Pd #VCE.IC
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